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含硫黄多環芳香族化合物は，高性能な有機電界効果トランジスタ (OFET) 材料を開発するため

の有用な骨格である。高性能な OFET 材料を開発するための手法の一つとして，π 共役を拡張す

る手法が挙げられる。それにより，π 軌道同士の重なりが大きくなるため特性の向上が期待でき

る。また近年，ベンゼン環がアームチェアー型に縮環した構造を持つフェナセン型分子は，特徴

的な節の少ない HOMO を有するため，高いキャリア移動度を示すことが報告されている[1]。当

研究室では，これまでにフェナセン型分子の効率的な合成法の開発[2]およびその合成法を用いた

高性能なトランジスタ材料の開発について研究している[3]。本研究では，これまでに当研究室で

開発した合成法を用いることで，高度に π 共役系が拡張した含硫黄 8 環系フェナセン型分子で

あるフルミネノジチオフェン (FuDT) を合成し，有機電界効果トランジスタへと応用した (図 1)。 

 まず FuDT を合成するため，対応するベンゾチオフェン誘導体 1 とナフタレン誘導体 2 の鈴

木－宮浦カップリングによりジアルデヒド体 3 を合成した。続くエポキシ化，ルイス酸触媒を用

いた分子内芳香族環化反応をおこなうことで，目的の FuDT の合成に成功した。次に，合成した 

FuDT を活性層として用いた典型的なトップコンタクト－ボトムゲート型 OFET を作製し，その

トランジスタ特性を評価した。その結果，作製した素子は典型的な p 型 OFET 挙動を示し，最

大でホール移動度 0.13 cm2 V–1 s–1 を示した。 

 
Fig. 1. Synthesis and OFET application of FuDT 
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